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はじめにはじめにはじめにはじめに    Cat-CVD 法でアルミナ膜を堆積し

た p-Siおよび n-Si のチャンバー内アニールに

より, それぞれ, +電荷, -電荷のバンドベンデ

ィング効果で極めて小さな再結合速度が得ら

れることを報告してきた 1-3)
. ここでは実用的

な膜厚み(20~40nm)をもったアルミナパッシベ

ーション p-Si, n-Siの再結合速度と外部アニー

ルの関係を検討したので報告する. 

実験実験実験実験    10Ωcm p-CZ Si (100), 6Ωcm n-CZ Si 

(100)のサンプル基板上に, 触媒体温度 900℃, 

基板温度 230℃, p-Si では O2/TMA 流量比 66, 

n-Siでは 15.3でアルミナ膜を Cat-CVD法で成

膜した. それらをアニール温度(Ta) 300~500℃, 

そしてアニール時間(ta)を 10~50分間と変えて, 

N2中で熱処理した.再結合速度(S0) を光キャリ

ア密度 2.3×1013cm-2の条件で, BS-PCD(両面光

導電減衰)法(BS-τ: ヘンミ計算尺製 ) で非接

触測定した 4）. 固定電荷密度(Nf)は MOS C-V

特性のフラットバンドシフト電圧から求めた. 

結果結果結果結果と検討と検討と検討と検討 Fig. 1は p-Si に対する S0 のアニ

ール温度依存性（ta=30分）を示す. 400～500℃

で S0 は極めて小さくなることが分かる. この

結果は文献（5）,（6）の結果とほぼ一致した.

この小さな S0は Nf =2.5×10
12
cm

-2の-電荷によ

ることが分かった. Fig. 2は p-Siに対してアニ

ール時間を変えた時の光導電減衰変化である. 

30分以上では初期時間領域で PCDの減衰がな

く, S0 は小さくなる（S0＜0.1cm/s ）ことが分

かる. n-Siに対しても, Taが 400~500℃, taが 30

分以上で, S0は 0.1cm/s 以下と極めて小さくな

った. これは, Nf=2.7×10
12
cm

-2 の+電荷による

ことが分かった.  

まとめまとめまとめまとめ p-Si, n-Si 共に Taが 400~ 500℃, taが

30 分以上の外部アニールで 0.1cm/s 以下の極

めて小さい S0が得られることが分かった． 
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Fig. 2 Photoconductivity decay changes depended 

on annealing time. 

Fig. 1 Thermal annealing temperature dependence 

of S0. 
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